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鉛塩 IV-VI 族半導体は、ブリルアンゾーンの L 点に直接遷移バンドギャップを持ち、伝導帯

端と価電子帯端の対称なバンド構造によりオージェ非発光再結合確率が小さいため、長波長域

のレーザ材料として半世紀以上研究されてきた。現在では、波長 45μm までのレーザ動作の報

告がある。中赤外からテラヘルツ領域では、III-V 族半導体を用いたバンド間遷移カスケードレ

ーザ（ICL、波長 3～5m領域）や量子カスケードレーザ（QCL、波長 3-25ｍ、60-200m)が

主流になっているが、オージェ再結合確率が小さく、LOフォノン周波数が波長 100μm領域に

ある IV-VI 族半導体を用いた ICL 構造により、中赤外から波長 50μm 領域で動作するレーザの

作製が期待できる。本研究では、波長 7-50μm の領域で動作するバンド間遷移カスケードレー

ザ(ICL)への応用をめざして、PbTe/PbSnTe系タイプ II超格子を作製し、そのバンド間遷移吸収

を測定したので報告する。ホットウォールエピタキシー法を用いて PbTe(6nm)/ PbSnTe 

(6nm)/CaTe（1原子層）超格子を KCl(100)基板上へ作製し、FTIRによる光学透過測定により

PbSnTe価電子帯量子井戸から PbTe伝導帯量子井戸への強いバンド間吸収を確認した。この強

い吸収は、この量子井戸の長波長 ICLへの応用の可能性を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 Optical transmission spectra of 

a PbTe/PbSnTe/CaTe superlattice 

at (a) 300K and (b) 100K. 

Fig.2 Subband structures of PbTe/PbSnTe/CaTe 

type-II superlattice at (a) 300K and (b) 100K. 
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